Verwendung: Silizium-npn-Planar-Transistor

im fir Anwendungen

ln HF-Verstirkarn wnd_ HE.Ostiicteren ols
Umgebungstemperoturen

von —40 *C bis 100 *C

Abmessungen: PlostgehGuse

Maosse co. 0,1 g

Zuléissige Hichstwerte bis ¢jmax

Ucso = 20V -] = 10 mA
Uceo = 15V Piot = 200 mW
Uggo = 5V bei O, = 25 oC
Ic - 100 mA @ = 125 oC

Ua = 100 oC

< o5 9rd
Waérmewiderstond Ry < 0, W

Kennwerte fir 0g = 25°C -5 grd

i Min. 1 Typ | Max, MeBbedingungen | m-
m
Reststréme
IcBo S nA 100 nA ;ch-iﬁf I
Duichbruchspannungen
U(er)cgr | 15 V 0 V | e = 100 uA, ‘
U(sr)cso a2 v | lc= 10uA ,
U(er)eso | 68 V | lge = 10pA !
Stromversthrkung
h2te 28 | n Ucg =6V, lc=2mA, b
h21e | 86 140 f=1kHz c
hete 'm2 280 d
hete 224 560 1 e
Leistungsverstirkung
Vpe 4 dB \édB Uce =8V, Ic=1mA,
| f o= 100 MHZ  (uohe MeBschoirung)
Ubergangsirequenz
fr | 350 MHz | | Ucg =10V, Ic = 5 mA, |
I == 100 MMz
Ausgongskopazitit

ca |35 pF |

Ucg = 10V, | = 20 MHz




Bestellbeispiel flir einen Transistor
der Stromverstirkungsgruppe |

. Min, ‘ Typ ) Max. ] MeBbedingungen verstBrkungs-
Rickwirkungskaparitat
Ci2e 23 pF Ucg = 10V, Ilc = 5 mA,

| fo= kHz
Rickwirkungsreitkonstante
hien ' 110 ps Uce = 10V, lc = 5 mA,
g | f = 30 MHz
Rauschiaktor
F : 8,0 dB Ucg = 10V, Ic = 5 mA,

! ' f = 100 MHz Re = 6002 |
Vierpolparameter
hite ' 32K " Uce=é6V,lc =~ 2mA,
h1ge 10,2810 | f = 1 kH2
hate : 86
hato | 2 uS |
Schwingfrequenz
fmax i 336 MHz| Ucg =10V, lc = 5 mA |
Y-Parameter in Emitterschaltung
Yie = (6,6 + | 73) mS - ' belUcg =10V, Ic = 5 mA,
Yi2e = (03 -] 1,75) m$S f = 100 MHz
Yare = (23,5 - | 40) mS |
Yoo = (1,72 + | 2,74) mS |
Yite = (4,2 + j40) mS bei Ucg = 10V, Ic = S mA,
Yi2e = (0- i1,0) mS f = 50 MHz
Y2te — {3’.’*’“,5] mS |
Yoo = (1,58 + | 1,8) m§
I-I'-_uuhmhq
Yitp = (25 - | 26) mS bei Uce =10V, Ic = 5 mA,
Yizp = (-1,7 - | 1,78) mS f = 100 MHz
Yarp = (-24,5 4 | 38,5) mS
Yamp = (1,72 + | 2,74) mS
Yitp = (545 - j33) mS ' bel Ucg = 10V, Ic = 5 mA,
Yiap = (1,45 - | 1,32) mS f = 50 MHz |
Yaip = (48 + | 36,5) mS |
Yozp = (1,58 4 | 1,8) mS

Transistor SF 215 1



MeBschaltung 1ur Ermittlung der Leistungsverstérkung f = 100 MH:z
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